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我々は、IC カードの多機能化及び近年注目されている IoT (Internet of Things)市場のニーズに対

応して、低電圧動作、高集積度の FRAM 製品用に、電気的特性の優れた PLZT (PbLa(Zr,Ti)O3)の成膜プ

ロセスを開発した。PLZT の{111}配向性を向上させることで、強誘電体キャパシタの電気特性を向上さ

せることができ 1)、その結果 FRAM の製造歩留まりを向上させることができた。PLZT の結晶性は下部電

極の結晶性に大きく影響され、さらに下部電極の結晶性はその下のバッファ層の材料に依存する。そ

こで、今回は幾つかの材料でバッファ層を形成し、強誘電体キャパシタと FRAM の特性との関係を調べ

た。0.18 μm CMOS 製造プロセスを用いて、トランジスタ層と 5層金属配線の間に強誘電体キャパシタ

を形成して FRAM を作製した。キャパシタの電極、強誘電体膜及びバッファ層の成膜にはスパッタリン

グ法を用いた。バッファ層として、厚さ 20 nm の AlOx、TiOx、PtOx又は Ti 膜を用い、その上に{111}

配向した Pt 下部電極膜を形成した。さらにその上にアモルファス PLZT を成膜し、熱処理により結晶

化し、その上に IrO2上部電極を形成した。測定したキャパシタの分極特性は、Ti バッファ層の上に形

成したキャパシタが、他のキャパシタより悪い。一方、バッファ層の種類によって、FRAM の製造歩留

まりも大きく変わることがわかった。つまり、バッファ層として、AlOxを用いた場合、TiOx や PtOxを

用いた場合より、FRAM 製造歩留まりが高い。それぞれのバッファ層上へ形成した下部電極及び PLZT 膜

の結晶性を図１に示す。AlOx上形成した Pt 及び PLZT は非常に均一に{111}配向している。これが FRAM

製造歩留まりへの影響を与える大きな原因の一つと推察する。当日発表では、各バッファ層の表面モ

フォロジと下部電極の結晶性との関係についても述べる。 
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Figure 1. X-ray diffraction patterns of (a) Pt and (b) PLZT as a function of AlOx, PtOx, TiOx or Ti buffer layer. 
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